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Apellidos: Izpura Torres Nombre: José Ignacio
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Situacion profesional actual

Entidad: Universidad Politécnica de Madrid

Facultad, Escuela o Instituto: Escuela Técnica Superior de Ingenieria Aeronautica y del Espacio (ETSIAE)
Dpto./Secc./Unidad: Infrestructura, Sistemas Aeroespaciales y Aeropuertos

Direccion postal: Plaza Cardenal Cisneros 3, Ciudad Universitaria, 28040-Madrid

Teléfono (indicar prefijo, nimero y extension): 913364490 Fax: 913366633
Correo electronico: joseignacio.izpura@upm.es

Especializacion (Cédigos Unesco): 3307.03, 3307.07, 3307.09, 3307.14, 3307.19, 3307.91, 3307.92

Categoria profesional: Catedratico Universidad Fecha de inicio: 08/10/2012
Situacion administrativa
X Plantilla ] Contratado [ Interino ] Becario

] Otras situaciones especificar:

Dedicacion A tiempo completo [X]
A tiempo parcial [ ]

Lineas de investigacion
Breve descripcion, por medio de palabras clave, de la especializacién y de las lineas de investigacion actuales.
Caracterizacion electrénica y optoelectronica de dispositivos. Ruido eléctrico en dispositivos.
Ruido de fase. Microsensores y sistemas electronicos asociados.

Formacion académica

Titulacién superior Centro Fecha
Ingeniero de Telecomunicacion | ETSI Telecomunicacion, Universidad Politécnica Febrero 1983
(calificacion: Sobresaliente) de Madrid (UPM), Plan 64M (6 afos)

Ingeniero T?S':HIC% de Armamento Escuela Politécnica Superior del Ejército (EPSE) Julio 1984
y Construccion (2° de la Promoc.)
Doctorado Centro Fecha

ETSI Telecomunicacion, Universidad Politécnica

de Madrid (UPM) Octubre 1989

Doctor Ing. Telecomunicacion

Actividades anteriores de caracter cientifico profesional

Puesto Institucién Fechas
Ing. Téc. Armamento y Construccion | Ejército de Tierra, 1° Reg. Militar | Julio 1984 > Octubre 1984
Profesor Colaborador ETSI Telecomunicacion - UPM Nov. 1984 > Sept. 1987
Profesor Asociado ETSI Telecomunicacion - UPM Octubre 1987 - Nov. 1989
Profesor Titular Universidad interino ETSI Telecomunicacion - UPM Dic. 1989 - Diciem. 1990
Profesor Titular Universidad ETSI Telecomunicacion - UPM Enero 1991 - Oct. 2012

Idiomas (R = regular, B = bien, C = correctamente)

Idioma Habla Lee Escribe

Inglés B B B

Francés B C B




Participacion en proyectos de I+D+i financiados en convocatorias publicas.
(nacionales y/o internacionales)

En 43 Proyectos como investigador:

Titulo del proyecto:
Duracion: Investigador Principal:
Entidad financiadora:

[1] “Tecnologia, fabricacion y caracterizacion de dispositivos llI-V para comunicaciones dpticas en el
rango de 0.8-1.6 micras”

1983-1986. Investigador Principal: Elias Mufioz Merino (ETSIT-UPM).

Financiacion : CAICYT (Comision Asesora Interministerial de Ciencia y Tecnologia).

[2] “Programa de Infraestructura de Laboratorio: produccién de laminas IlI-V por epitaxia en fase liquida
para AlGaAs e InGaAs”

1986-1987. Investigador Principal: Elias Mufioz Merino (ETSIT-UPM).

Financiacion : C.N.M. - CSIC.

[3] “Medida de Niveles Profundos por Técnicas de Transitorios de Capacidad Bajo Condiciones de

Resonancia Eléctrica”
1983-1988. Investigador Principal: Elias Mufioz Merino (ETSIT-UPM).

Financiacion: Proyecto Cooperativo del Comité Conjunto Hispano-Norteamericano, N° 8411043.

[4] “Fabricacién y Caracterizacién de Dispositivos basados en estructuras de pozo cuantico y superred
mediante epitaxia de haz molecular para su aplicacion en microelectrénica y comunicaciones dpticas”
1988-1990. Investigador Principal: Enrique Calleja Pardo (ETSIT-UPM).

Financiacion: CICYT N° ME87-5.

[5] “Improved Picosecond Optical Switching with Ill-V Quantum Well Structures”
1989-1991. Investigador Principal: Elias Mufioz Merino (ETSIT-UPM).

Partners: Imperial College, Dublin (Ireland), U.P.M. (Spain)

Financiacion: Unién Europea STIMULATION SCI-0172C.

[6] “Limiting Factors in IlI-V Semiconductor Devices due to Donor-related Deep States”
1989-1991. Investigador Principal: Elias Mufioz Merino (ETSIT-UPM).
Financiacion: Unién Europea ESPRIT-3168.

[7] “Factores Limitativos en Dispositivos Semiconductores Ill-V debidos a Niveles Profundos Relacionados
con el Donante (Centros DX)”

1989-1991. Investigador Principal: Elias Mufioz Merino (ETSIT-UPM).

Financiacion: CICYT MAT89-692-CE.

[8] “Electrical Behavior of N-type Dopants in AIGaAs Alloys: Shallow Levels and DX centers”
1988-1990. Investigador Principal: Elias Mufioz Merino (ETSIT-UPM).
Financiacion: Air Force Office of Scientific Research, AFOSR-88-0316.

[9] “Advanced GalnAs Based Transistors for High Speed Integrated Circuits”
1989-1991. Investigador Principal: Elias Mufioz Merino (ETSIT-UPM).
Financiacion: Unién Europea ESPRIT-2035.

[10] “Caracterizacion de Transistores Avanzados Basados en GalnAs para Circuitos Integrados de
Alta Velocidad”

1989-1991. Investigador Principal: Elias Mufioz Merino (ETSIT-UPM).

Financiacion: D. Gral. de Telecomunicaciones PRONTIC, No. 308.89.12.781.00.



”

[11] “Receptores Integrados para Comunicaciones por Fibra Optica a Alta Velocidad (2 Gbps)
1990-1993. Investigador Principal: Elias Mufioz Merino (ETSIT-UPM).
Financiacion: DGT-PRONTIC, TIC90-0140-CO2-01 y TIC92-1154-3.

[12] “Buffer Layer Engineering in Semiconductors”
1992-1994. Investigador Principal: Elias Mufioz Merino (ETSIT-UPM).
Financiacion: Unién Europea ESPRIT-Basic 6854 (BLES).

[13] “Ingenieria de Capas de Adaptaciéon en Semiconductores”
1992-1994. Investigador Principal: Elias Mufioz Merino (ETSIT-UPM).
Financiacion: CICYT, MAT93-0876CE, AEMAT93-1327E, MAT94-0801C3.

[14] “Electronic Transport paralell and through Interfaces”
1992-1995. Investigador Principal: Elias Mufioz Merino (ETSIT-UPM).
Financiacion: Unién Europea ESPRIT ELTRASIN Working Group.

[15] “Strained Semiconductor Structures and Devices”
1995-1997. Investigador Principal: Elias Mufioz Merino (ETSIT-UPM).
Financiacion: Union Europea, Human Capital and Mobility, SQUAD Network ERBCHRXCT-94-0428.

[16] “Fabricacion de un detector de Infrarrojos basados en Superredes y automatizacion de la
caracterizacion de fotodetectores”

1996-1997. Investigador Principal: José Luis Sanchez-Rojas Aldavero (ETSIT-UPM).

Financiacion : CICYT - Accion Especial TIC96-1930-E.

[17] “Desarrollo de un detector de IR basado en Superredes”

1996-1997. Investigador Principal: José Luis Sanchez-Rojas Aldavero (ETSIT-UPM).

Financiacion : Centro de Investigacion y Desarrollo de la Armada (CIDA). Proyecto P96 0920 225 entre
Univ. Politéc. Madrid (UPM) y el CIDA bajo el Programa Coincidente.

[18] “Superredes para Fotodetectores de IR y Realizacién de un detector de IR bicolor, I

1997-1998. Investigador Principal: José Luis Sanchez-Rojas Aldavero (ETSIT-UPM).

Financiacion : Centro de Investigacion y Desarrollo de la Armada (CIDA). Proyecto P97 0920 282 entre
Univ. Politéc. Madrid (UPM) y el CIDA bajo el Programa Coincidente.

[19] “Superredes para Fotodetectores de IR y Realizacién de un detector de IR bicolor, II”

1998-1999. Investigador Principal: José Luis Sanchez-Rojas Aldavero (ETSIT-UPM).

Financiacion : Centro de Investigacion y Desarrollo de la Armada (CIDA). Proyecto P97 0920 411 entre
Univ. Politéc. Madrid (UPM) y el CIDA bajo el Programa Coincidente.

[20] “Desarrollo de un detector IR bicolor de pozos cuanticos”

1999-2000. Investigador Principal: José Luis Sanchez-Rojas Aldavero (ETSIT-UPM).

Financiacion : Centro de Investigacion y Desarrollo de la Armada (CIDA). Proyecto P99 0920 182 entre
Univ. Politéc. Madrid (UPM) y el CIDA bajo el Programa Coincidente.

[21] “Optimizacion de un detector IR de pozos cuanticos a 4.4 micras. Estudio del desarrollo de
matrices de plano focal”

Enero-2000- Diciembre 2000. Investigador Principal: José Luis Sanchez-Rojas Aldavero (ETSIT-UPM).
Financiacion : Centro de Investigacion y Desarrollo de la Armada (CIDA). Proyecto P00 0920 209 entre la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y el CIDA bajo el Programa Coincidente.

[22] “Aplicacién de la Microscopia de fuerzas atémicas y Espectroscopia de fuerzas de una sola
molécula para la caracterizacién e inmovilizacién de genes en Nanobiodispositivos”

2001-2004. Investigador Principal: José Luis Sanchez de Rojas Aldavero (ETSIT-UPM y ETSII-UCLM).
Financiacion: CICYT BI02001-1235-C03-02.



[23] “Tecnologia de fabricacion de dispositivos de alta frecuencia basados en nitruros para operacion
en alta temperatura”, 2001-2004. Investigador Principal: Fernando Calle Gémez (ETSIT-UPM).
Financiacion: CICYT TIC2001-2794.

[24] “Red temaética de fabricacion y aplicaciones de materiales opticos”
Afos: 2002 y 2003. Coordinador: Universidad Miguel Hernandez (Elche, Alicante)
Financiacion: OPVI 2002-52, Conselleria de Innovacion y Competitividad, Comunidad Valenciana.

[25] “Desarrollo de nanobiochips de ADN con tecnologia micro/nanoelectronica”
Dic. 2002-Dic. 2005. Investigador Principal: Francisco Javier Tamayo (Instituto de Microelectrénica de
Madrid). Financiacion: CICYT GEN2001-4856-C13-11. Importe total del proyecto: 378.000 euros.

[26] “Nuevas estrategias para la hibridacion, automatizacién y miniaturizacion en sistemas analiticos,
hidrodinamicos y electroforéticos”, Dic. 2004-Dic. 2007. Investigador Principal: Angel Rios Castro
(ETSII-UCLM). Financiacion: MCYT CTQ2004-02362/BQU.

[27] “Disefio y caracterizacion de MEMS piezoeléctricos para sensores y analisis quimicos”
Jul.. 2005-Jun. 2008. Investigador Principal: José Luis Sanchez de Rojas Aldavero (ETSII-UCLM).
Financiacion: PAC-05-001-2, (FEDER/FSE y Junta de Com. Castilla-La Mancha)

[28] “Deteccion eléctrica de resonancias mecanicas en microrresonadores basados en actuacion
piezoeléctrica con Nitruro de Aluminio”. Duracion: Aio 2007. Financiacion: 40.000 euros. Investigador
Principal: Marta Clement (GMME-UPM). Programa cofinanciado entre la Universidad Politécnica de
Madrid (UPM) y el IV Programa de Investigacion Cientifica e Innovacion Tecnolégica (PRICIT) de la
Comunidad de Madrid. N° de Investigadores participantes: 8.

[29] “Peliculas delgadas de materiales piezoeléctricos para aplicaciones en resonadores de ondas
acusticas de volumen: Nitruro de Aluminio y nuevos Oxidos ferroeléctricos” (ALNOXBAW)”, Oct.
2007-Sept. 2010. Investigador Principal: Enrique Iborra Grau. (GMME-UPM). Financiaciéon: MCYT
MAT2007-62162. Importe total del proyecto: 174.000 euros. N° de Investigadores participantes: 8.

[30] “Materiales electrénicos en pelicula delgada I”.

Duracion: Afo 2008. Financiacion: 8.336 euros. Investigador Principal: Enrique Iborra Grau (GMME-
UPM). Programa de Creacion y Consolidacion de Grupos de Investigacion de la Universidad
Politécnica de Madrid, (Modalidad A)

[31] “Oxidos complejos piezoeléctricos para aplicaciones en MEMS y filtros de alta frecuencia’.
Duracion: Afo 2008. Financiacion: 16.000 euros. Investigador Principal: Jimena Olivares (GMME-
UPM). Programa cofinanciado entre la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y el IV Programa de
Investigacion Cientifica e Innovacién Tecnoldgica (PRICIT) de la Comunidad de Madrid.

[32] “Sistemas Micro-Electromecanicos (MEMS) para la automatizacion y desarrollo de
nanotecnologia analitica”. Enero 2008-Enero. 2011. Investigador Principal: José Luis Sanchez de
Rojas Aldavero (ETSI-UCLM). Financiaciéon: PCC08-0015-0722, (FEDER/FSE y Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha)

[33] “Materiales electrénicos en pelicula delgada I”. Duracién: Afo 2008. Financiacion: 8.000 euros.
Investigador Principal: Enrique Iborra Grau (GMME-UPM). Programa de Creaciéon y Consolidacion
de Grupos de Investigacion de la Universidad Politécnica de Madrid, (Modalidad A). N° de
Investigadores participantes: 8.

[34] “Materiales electrénicos en pelicula delgada I”. Duracién: Afo 2009. Financiacion: 6.000 euros.
Investigador Principal: Enrique Iborra Grau (GMME-UPM). Programa de Creaciéon y Consolidacion
de Grupos de Investigacion de la Universidad Politécnica de Madrid, (Modalidad A). N° de
Investigadores participantes: 8.



[35] “Materiales electrénicos en pelicula delgada III”. Duracion: Afo 2010. Financiacién: 16.650 euros.
Investigador Principal: Enrique Iborra Grau (GMME-UPM). Programa de Creacién y Consolidaciéon
de Grupos de Investigacion de la Universidad Politécnica de Madrid, (Modalidad A). N° de
Investigadores participantes: 8.

[36] “Materiales electrénicos en pelicula delgada IV”. Duracién: Aio 2011. Financiacién: 4.500 euros.
Investigador Principal: Enrique Iborra Grau (GMME-UPM). Programa de Creacién y Consolidacién
de Grupos de Investigacion de la Universidad Politécnica de Madrid, (Modalidad A). N° de
Investigadores participantes: 8.

[37] “Materiales electrénicos en pelicula delgada V”. Duracién: Ao 2012. Financiacién: 4.000 euros.
Investigador Principal: Enrique Iborra Grau (GMME-UPM). Programa de Creacién y Consolidacién
de Grupos de Investigacion de la Universidad Politécnica de Madrid, (Modalidad A). N° de
Investigadores participantes: 8.

[38] “Materiales multifuncionales en pelicula delgada para dispositivos piezoeléctricos avanzados
(resonadores acusticos y sensores MEMS). (MAREA)”, Enero 2011-Diciembre 2013. Investigador
Principal: Dr. Marta Clement Lorenzo. (GMME-UPM). Financiacion: MCYT MAT2010-18933. Importe
total del proyecto: 247.000 euros. N° de Investigadores participantes: 8.

[39]“Integracion de Resonadores BAW basados en AIN con frecuencias sustancialmente distintas en
el mismo sustrato (INTERES)”, Duracion: AAo 2011. Financiacién: 10.300 euros. Investigador
Principal: Jimena Olivares Roza (GMME-UPM). Programa cofinanciado entre la UPM y el IV
Programa de Invest. Cientifica e Innovac. Tecnolégica (PRICIT) de la CAM. N° de Investigadores
participantes: 8.

[40] “Rapid Aptamer Based Diagnostics for Bacterial Meningitis”, Duracion: 2012-2015. Investigador
Principal: Morten A. Geday (ETSIT-UPM). Financiacion: 1.124.000 euros (UPM), Unién Europea FP7-
HEALTH F3-2012.2.3.0-1-304814 (RAPTADIAG).

[41] "Integrating devices and materials: a challenge for new instrumentation in ICT”. Investigador Principal:
José Manuel Otén. COST IC1208. VII Programa Marco de la UE. 2013-2016.

[42] “Materiales avanzados para biosensores basados en resonadores piezoeléctricos combinados
con nanotubos de carbono y grafeno”, Enero 2013-Diciembre 2016. Investigador Principal: Enrique
Iborra Grau. (GMME-UPM). Financiacion: MCYT MAT2013-45957-R. Importe total del proyecto:
180.000 euros. N° de Investigadores participantes: 6.

[43] “Sensores gravimétricos de gases basados en resonadores electroacusticos de pelicula delgada
de AIN para aplicaciones de temperaturas extremas” (SEGALN) Enero 2017-Diciembre 2019.
Investigador Principal: Enrique Iborra Grau. (GMME-UPM). Financiacion: MCYT MAT2017-84817-C2-
1-R. Importe:198.440 euros . N° de Investigadores participantes: 6.

En 10 Proyectos como Investigador Principal y/o Coordinador:

Entidad financiadora. Cantidad concedida.

Titulo del proyecto:

Fechas de inicio y de final del Proyecto. NUmero equiv. a jornada completa (EJC) de participantes.
Socios (en su caso). Tipo de participacion (Coordinador, Investigador Principal)

[1] Financiacion: CICYT TIC93-0026. Cantidad concedida: 9.988.000 pts.
“Desarrollo de nuevos diodos de efecto tunel resonante para mezcladores y osciladores en ondas
milimétricas” , Abril 1993 - Marzo 1995. EJCs: 5. Investigador Principal.



[2] Financiacion: CICYT TIC95-0116. Cantidad concedida: 15.300.000 pts.
“Disefio y fabricacién de moduladores piezo-electroopticos para comunicaciones opticas (1,5 micras)”
Junio 1995 - Mayo 1998. EJCs: 5. Investigador Principal.

[3] Financiacién: Unién Europea ESPRIT 25112. Cantidad concedida total: 100 Kecu (16.638.600 pts).
“GaAs High Index Substrates for Optoelectronics (GHISO)”. RTD Project Open LTR Scheme, Phase .
Octubre 1997-Junio 1998 (9 meses). EJCs: 5. Project Coordinator e Investigador Principal de UPM.
Socios: Univ. Sheffield (U.K.), CNRS-LAAS Toulouse (France), Thomson-LCR (France) y Universidad
Politécnica de Madrid, UPM (Spain). Cantidad de UPM: 23 Kecu (3.826.878 pts). EJCs de UPM: 1.5.

[4] Financiacion: Comisién de Intercambio Cultural, Educativo y Cientifico entre Espafia y USA.

Proyecto Conjunto N° 98050. Cantidad concedida: 4.899.770 pts.

“Estudio Comparativo de las propiedades optoelectronicas de pozos cuanticos

piezoeléctricos MBE(111)B y MOVPE(111)A”, Mayo 1998-Abril 2000. EJCs: 2. Project Coordinator e
Investigador Principal de UPM. Socios: Universidad de Boulder, Colorado (USA) y U.P.M.

Parte de la cantidad concedida correspondiente a UPM: 2.940.000 pts (60% del total).

[5] Financiacién: CICYT MAT98-1283-CE. Cantidad concedida: 3.795.000 pts.
“Substratos de AsGa de alto Indice para Optoelectrénica”
Octubre 1998-Septiembre 1999. Investigador Principal. EJCs: 1.5.

[6] Financiacion: CICYT TIC98-0826-C0O2-01. Cantidad concedida: 14.400.000 pts.

“Laseres sintonizables en la banda de 1-1.3 micras sobre sustratos de GaAs[111]B”, Diciembre 1998-
Noviembre 2001. EJCs: 5. Coordinador e Investigador Principal de UPM. Socios: Universidad de Cadiz
y U.P.M. Cantidad correspondiente a UPM: 6.900.000 pts. EJCs de UPM: 2.5.

[7] Financiacion: Unién Europea ESPRIT 35112. Cantidad concedida total: 840 Kecu (139.764.240 pts)
“GaAs High Index Substrates for Optoelectronics (GHISO Phase Il)”

Enero 1999-Diciembre 2000. EJCs: 16. Project Coordinator e Investigador Principal de UPM.
Socios: Univ. Sheffield (U.K.), CNRS-LAAS Toulouse (France), Thomson-LCR (France), UPM (Spain).
Parte de la cantidad concedida correspondiente a UPM: 240 Kecu (39.932.640 pts). EJCs de UPM: 5.

[8] Financiacion : CICYT TIC1999-1436-CE. Cantidad concedida: 14.974.700 pts.
“Complemento al Proyecto GHISO (GaAs High Index Substrates for Optoelectronics)”.
Julio 2000-Junio 2001. EJCs: 5. Investigador Principal.

[9] Financiacion: Ministerio de Defensa. Centro Nacional de Inteligencia. Cantidad contratada 24 Keuros.
Sistemas de monitorizacion y control de lineas y emision EM.
Julio 2003-Noviembre 2003. EJCs: 1. Investigador Principal.

[10] Financiacion: Ministerio de Defensa. Centro Nacional de Inteligencia. Cantidad contratada 12
Keuros. KIFOAP: Kit de Fibra Optica de Altas Prestaciones.
Julio 2004-Noviembre 2004. EJCs: 1. Investigador Principal.

Total contratado: 668 Keuros (111.150.482 pts)

Titulo del proyecto:

Entidad financiadora:

Entidades participantes:

Duracién, desde: hasta: Cuantia de la subvencién:
Investigador responsable:

NUmero de investigadores participantes:




Publicaciones o documentos cientifico-técnicos

(CLAVE: L = libro completo, CL = capitulo de libro, A = articulo, R = “review”, E = editor,
S = Documento cientifico-técnico restringido)

[1]J.1. IZPURA
“Técnicas de caracterizacion electrodptica de diodos electroluminiscentes de alta eficiencia”
Proyecto Fin de Carrera. ETSI Telecomunicacion, Madrid (Febrero 1983) L

[2] J.I. IZPURA, J.M. HERRERO, F. SANDOVAL, E. CALLEJA, A. DE LA CRUZ, E. MUNOZ
“Deep level spectroscopy by transient capacitance techniques under electrical resonance”
IEEE Trans. Instrument. and Measurements N-1, Vol. IM-33, 16-18 (1984) A

[3] P. CAMARA, E. MUNOZ, I. IZPURA, J. LABLANCA, E. LAPENA, M.A. PATE, G. HILL,

P. MISTRY, J. ROBERTS, H.Y. HALL

“Emitter Concentration and Interface Effects in the Base-Emitter Characteristics of GaAlAs/GaAs
Heterojunction Bipolar Transistors”

Solid State Devices. North Holland, 979-982 (1988) A

[4] 1. 1IZPURA, E. MUNOZ
“Electron Capture by DX Centers in AlGaAs and Related Compounds”

Appl. Phys. Lett., 55 (17), 1732-1734 (1989) A
[5] J.I. IZPURA

“Contribucién al estudio de transistores bipolares de AlGaAs/GaAs: estudio de las zonas tipo N”
Tesis Doctoral E.T.S.I.T. Madrid. (Octubre 1989) L

[6] 1. IZPURA, E. MUNOZ, G. HILL, J. ROBERTS, M.A. PATE, P. MISTRY, N.Y. HALL
“Capacitance properties in N-type Al Ga As”
Appl. Phys. Lett. - Vol. 55, 2414-2416, (1989) A

[7] F. SANDOVAL, J.R. DE DIEGO, I. IZPURA
“Minority carrier lifetime and efficiency in single heterostructure AlGaAs red light emitting diodes”
Int. Journal of Electronics. - Vol. 67, 853-864, (1989) A

[8] 1. IZPURA, E. MUNOZ, E. CALLEJA, G. HILL, J. ROBERTS, M.A. PATE, P. MISTRY, N.Y. HALL
“DX Centers and the Low Temperature Behavior of AlGaAs/GaAs Heterojunction Bipolar Transistors”
In Defect Control in Semiconductors, K. Sumino (ed),

Elsevier Science Publishers B.V. (North-Holland), 1267-1272, (1990) A

[9] 1. IZPURA, E. MUNOZ, F. GARCIA, E. CALLEJA, A.L. POWELL, P.I. ROCKETT,
C.C.BUTTON, J.S. ROBERTS

“Impact lonization of Se Related DX Centers in AIGaAs”

Appl. Phys. Lett. - Vol. 58, 735-737, (1991) A

[10] S. DUENAS, I. IZPURA, J. ARIAS, J. BARBOLLA
“Characterization of the DX Centers in AlGaAs:Si by Admittance Spectroscopy”
J. Appl. Phys. 69 (8), 4300-4305, (1991) A

[11] L. ENRIQUEZ, S. DUENAS, J. BARBOLLA, J.I. IZPURA, E. MUNOZ
“Influence of refilling effects on deep-level transient spectroscopy measurements in Se-doped AlxGa1xAs”
J. Appl. Phys., 72 (2), 525-530 (1992) A

Nota: Si necesita mas casos, afiddalos utilizando las funciones de copiar y pegar con el 2.° caso.



Publicaciones o Documentos Cientifico-Técnicos (cont.)

( CLAVE: L = libro completo, CL = capitulo de libro, A = articulo, R = “review”,
E = editor, S = Documento Cientifico-Técnico restringido. )

Autores (p.o. de firma):
Titulo:
Ref. revista / Libro: Volumen: Paginas inicial,- final: (Fecha) Clave:

[12] E. MUNOZ, E. CALLEJA, F. GARCIA, I. IZPURA, J.L. SANCHEZ-ROJAS
“Influence of DX Centers on HEMT Performance”
Alta Frequenza, 3, 3/51-11/59 (1993) A

[13] E. MUNOZ, E. CALLEJA, I. IZPURA, F. GARCIA, A.L. ROMERO, J.L. SANCHEZ-ROJAS,
A.L. POWELL, J. CASTAGNE

“Techniques to Minimize DX Center Deleterious Effects in IlI-V Device Performance”

J. Appl. Phys., 73 (10), 4988-4997 (1993) A

[14] 1. IZPURA, E. MUNOZ, E. CALLEJA
“A Critical Analysis of Capacitance Transient Signals Due to DX Centers in n-type AlGaAs”
Semicond. Sci. Technol., 8, 1258-1266 (1993) A

[15] J.M. HERNANDEZ, I. IZPURA, E. CALLEJA, E. MUNOZ
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